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요약

본 발명에서는, 개구율 저하를 방지하고 화질을 개선할 수 있는 횡전계형 액정표시장치 및 그 제조 방법을 제공하기 

위하여, 제 1 방법에서는 저항값이 낮은 제 1 절연층 상에 제 1 전극 물질층을 아일랜드 패턴을 형성하고, 상기 제 1 

전극 물질층을 덮는 영역에 평탄화 특성이 우수한 제 2 절연층을 형성하고, 상기 제 2 절연층 상부에서 제 1 전극 물

질층과 연결되며, 실질적인 전극 역할을 하는 제 2 전극 물질층을 형성하는 제조 단계를 포함하고, 제 2 방법에서는 

상기 제 1 절연층을 블랙매트릭스로, 제 2 절연층을 컬러필터층으로 형성하는 제조 단계를 포함함으로써, 개구율 향

상 및 콘트라스트 개선, 크로스토크 최소화 효과를 거둘 수 있고, 또한 상기 제 1, 2 절연층을 블랙매트릭스 및 컬러필

터층으로 형성하는 COT 구조를 포함하여, 합착마진의 제거를 통해 개구율 향상 효과 및 콘트라스트 개선 효과를 거

둘 수 있는 장점을 가진다.

대표도

도 4c

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 횡전계형 액정표시장치의 구동원리 설명을 위한 개략적인 단면도.

도 2a, 2b는 종래의 횡전계형 액정표시장치에 대한 평면도로서, 도 2a는 어레이 기판에 대한 도면이고, 도 2b는 컬러

필터 기판에 대한 도면.

도 3은 상기 도 2a, 2b의 절단선 III-III에 따라 절단된 단면을 액정층이 개재된 상태에서 도시한 단면도.

도 4a 내지 4c는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 4a는 어레이 기판에 
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대한 평면도, 도 4b는 컬러필터 기판에 대한 평면도, 도 4c는 상기 도 4a, 4b의 절단선 IVc-IVc에 따라 절단된 단면

을 액정층을 포함한 구조로 도시한 단면도.

도 5a 내지 5f, 도 6a 내지 6f는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 공정을 단계별

로 나타낸 도면으로서, 도 5a 내지 5f는 평면도이고, 도 6a 내지 6f는 상기 도 5a 내지 5f의 절단선 VI-VI에 따라 절

단된 단면을 도시한 단면도.

도 7a, 7b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 7a는 COT 구조 어레이 기

판에 대한 평면도이고, 도 7b는 상기 도 7a의 절단선 VIIb-VIIb에 따라 절단된 단면을 대향 기판 및 액정층을 포함하

여 도시한 단면도.

도 8a 내지 8e, 도 9a 내지 9e는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 COT 구조 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 공

정을 단계별로 나타낸 도면으로서, 도 8a 내지 8e는 평면도이고, 도 9a 내지 9e는 상기 도 8a 내지 8e의 절단선 IX-I

X에 따라 절단된 단면을 도시한 단면도.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

110 : 제 1 기판 114 : 게이트 전극

116 : 공통 배선 118 : 게이트 절연막

122 : 반도체 물질층 124 : 반도체층

124a : 액티브층 124b : 오믹콘택층

126 : 소스 전극 128 : 드레인 전극

132 : 제 1 절연층 34 : 공통배선 콘택홀

136 : 제 1 인출배선 물질층 138 : 제 1 보조 공통배선 물질층

142 : 제 2 절연층 144 : 화소 전극

146 : 공통 전극 148 : 인출 배선

150 : 보조 공통배선 170 : 제 2 기판

174 : 블랙매트릭스 176 : 컬러필터층

180 : 오버코트층

T : 박막트랜지스터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device)에 관한 것이며, 특히 횡전계형(IPS ; In-Plane Switching) 

액정표시장치 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

최근에, 액정표시장치는 소비전력이 낮고 휴대성이 양호한 기술집약적이며 부가가치가 높은 차세대 첨단 표시장치로

각광받고 있다.
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상기 액정표시장치는 투명 전극이 형성된 두 기판 사이에 액정을 주입하고, 두 기판의 바깥면에 편광판을 각각 위치

시켜 형성되며, 액정분자의 이방성에 따른 빛의 편광특성을 변화시켜 영상효과를 얻는 비발광 소자에 해당된다.

현재에는, 각 화소를 개폐하는 스위칭 소자인 박막트랜지스터(Thin Film Transistor ; TFT)가 화소마다 배치되는 능

동행렬방식 액정표시장치(AM-LCD ; Active Matrix Liquid Crystal Display)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수

하여 가장 주목받고 있다.

일반적인 액정표시장치는, 두 기판의 내부면에 각각 형성된 전극(공통 전극, 화소 전극) 간에 상-하로 걸리는 수직 전

기장에 의해 액정을 구동시키는 방식으로써, 이러한 구동 방식에 의해 투과율과 개구율 등의 특성이 우수하다.

그러나, 전술한 수직 전기장에 의한 액정구동은 시야각 특성이 우수하지 못하므로, 이를 개선하기 위해 수평 전기장에

의해 액정을 구동시켜 광시야각 특성을 가지는 횡전계형 액정표시장치가 제안되고 있다.

도 1은 일반적인 횡전계형 액정표시장치의 구동원리 설명을 위한 개략적인 단면도로서, 제 1, 2 기판(10, 20)이 서로 

대향되게 배치되어 있고, 제 1, 2 기판(10, 20) 사이에 액정층(30)이 개재되어 있는 구조에서, 제 1 기판(10) 내부면

에는 제 1, 2 전극(12, 14)이 모두 형성되어 있고, 상기 제 2 기판(20)에는 별도의 전극이 생략되어 있는 것을 특징으

로 한다. 한 예로, 상기 제 1 전극(12)이 공통 전극일 경우, 제 2 전극(14)은 화소 전극에 해당된다.

상기 제 1, 2 전극(12, 14) 사이에는 수평전계(16)가 형성되며, 상기 수평전계(16)에 의해 액정층(30)의 액정분자(32

)가 수평방향으로 배열되는 것을 특징으로 한다.

이러한 전계 특성에 의해, 표시화면을 정면에서 보았을 때 상/하/좌/우 방향으로 약 80 ~ 85°방향에서 가시할 수 있

는 시야각 향상효과를 얻을 수 있다.

이하, 도 2a, 2b는 종래의 횡전계형 액정표시장치에 대한 평면도로서, 도 2a는 어레이 기판에 대한 도면이고, 도 2b는

컬러필터 기판에 대한 도면이다.

도 2a에서는, 제 1 방향으로 게이트 배선(42)이 형성되어 있고, 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 데이터 배

선(58)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 배선(42) 및 데이터 배선(58)이 교차되는 지점에는 박막트랜지스터(T)가 형

성되어 있다. 상기 게이트 배선(42) 및 데이터 배선(58)이 교차되는 영역은 화면을 구현하는 최소 단위인 화소 영역(P

)으로 정의된다.

그리고, 상기 제 1 방향으로 게이트 배선(42)과 이격되게 공통 배선(46)이 형성되어 있고, 공통 배선(46)을 덮는 영역

에는 공통 배선(46)과 연결되는 보조 공통배선(69)이 화소 영역(P) 단위로 형성되어 있고, 보조 공통배선(69)에서는 

제 2 방향으로 다수 개의 공통 전극(70)이 분기되어 있다. 상기 박막트랜지스터(T)와 연결되어 인출배선(66)이 형성

되어 있고, 인출배선(66)에서는 제 2 방향으로 전술한 공통 전극(70)과 서로 엇갈리게 배치된 방향으로 다수 개의 화

소 전극(68)이 분기되어 있다.

상기 인출 배선(66) 및 화소 전극(68)과, 상기 보조 공통배선(69) 및 공통 전극(70)은 동일 공정에서 동일 물질로 형

성되며, 한 예로 투명 도전성 물질로 형성될 수 있다.

도 2b는, 상기 도 2a에서 정의된 화소 영역(상기 도 2a의 P)을 오픈부(81)로 하며, 액정(미도시)이 구동되지 않는 영

역에서의 빛을 차단하는 역할의 블랙매트릭스(82)가 형성되어 있고, 상기 블랙매트릭스(82)를 컬러별 경계부로 하여 

적, 녹, 청 컬러필터(84a, 84b, 84c)가 차례대로 배열된 구조의 컬러필터층(84)이 형성되어 있다.

횡전계형 액정표시장치용 컬러필터 기판에는 별도의 전극 물질이 생략되므로, 컬러필터층(84)을 평탄화를 위한 물질

층이 요구되며, 이에 따라 상기 컬러필터 층(84)을 덮는 영역에는 오버코트층(86)이 형성되어 있다.

도 3은 상기 도 2a, 2b의 절단선 III-III에 따라 절단된 단면을 액정층이 개재된 상태에서 도시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(40) 상에 게이트 전극(44) 및 공통 배선(46)이 각각 형성되어 있고, 게이트 전극(44) 및 

공통 배선(46)을 덮는 영역에 게이트 절연막(48)이 형성되어 있으며, 게이트 전극(44)을 덮는 상부에는 반도체층(50)

이 형성되어 있고, 반도체층(50) 상부에는 서로 이격되게 소스 전극(54) 및 드레인 전극(56)이 형성되어 있다. 상기 

소스 전극(54)과 연결되어 데이터 배선(56)이 형성되어 있다.

상기 반도체층(50)과 소스 전극(54) 및 드레인 전극(56)은 서로 대응된 패턴 구조로 이루어져 있어, 상기 데이터 배선

(56)의 하부층에는 반도체층(50)과 일체형 패턴을 이루는 반도체 물질층(52)이 위치한다.
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상기 게이트 전극(44), 반도체층(50), 소스 전극(54), 드레인 전극(56)은 박막트랜지스터(T)를 이루고, 상기 박막트랜

지스터(T)를 덮는 영역에는 드레인 전극(56)을 일부 노출시키는 드레인 콘택홀(60)과, 상기 공통 배선(46)을 일부 노

출시키는 영역에서 게이트 절연막(48)과 공통적으로 공통배선 콘택홀(62)을 가지는 보호층(64)이 형성되어 있다.

상기 보호층(64) 상부에는, 드레인 콘택홀(60)을 통해 드레인 전극(56)과 연결되는 인출 배선(66)과, 상기 인출 배선(

66)과 일체형 패턴을 이루는 화소 전극(68)과, 상기 공통배선 콘택홀(62)을 통해 공통 배선(46)과 연결되는 보조 공

통배선(69)이 형성되어 있고, 도면으로는 상세히 제시하지 않았지만 보조 공통배선(69)과 일체형 패턴을 이루며, 상

기 화소 전극(68)과 일정간격 이격된 상태에서 이웃하여 공통 전극(70)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 2 기판(80) 내부면에는, 박막트랜지스터(T), 데이터 배선(56), 공통 배선(46)과 대응된 위치에 블랙

매트릭스(82)가 형성되어 있고, 블랙매트릭스(82) 하부에는 블랙매트릭스(82)를 컬러별 경계부로 하여, 컬러필터층(

84)이 형성되어 있다. 도면 상에는 컬러필터층(84)의 적, 청 컬러필터(84a, 84c)가 도시되어 있다.

상기 컬러필터층(84) 하부에는, 컬러필터층(84)의 평탄화를 위한 오버코트층(86)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 1, 2 기판(40, 80) 사이에는, 상기 공통 전극(70)과 화소 전극(68) 간에 발생하는 수평전계(88)에 의

해 구동되는 액정 분자(89)를 가지는 액정층(90)이 개재되어 있다. 도면으로 상세히 제시하지 않았지만, 실질적으로 

상기 액정층(90)과 접하는 기판면에는 배향막이 형성된다.

이러한 구조에서는, 블랙매트릭스를 이용하여 비표시 영역에서의 빛을 차단하게 된다. 즉, 블랙매트릭스가 형성된 기

판에 대한 대향 기판에서의 비표시 영역과 차단되는 영역에 블랙매트릭스가 위치해야 하므로, 두 기판의 미스 얼라인

(mis-align)을 고려하여 합착 마진 설계에 따라 블랙매트릭스의 선폭이 증가되고 이에 따라 개구율 손실이 커지게 된

다. 만약, 개구율 손실을 고려하여 합착 마진 설계가 부족시에는 빛샘 현상 등에 의해 콘트라스트, 크로스토크(cross-

talk) 등의 화질 불량이 발생하는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에서는 개구율 저하를 방지하고 화질을 개선할 수 있는 횡전계형 액정표시

장치 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

이를 위하여, 본 발명에서는 박막트랜지스터가 형성된 기판 상에, 저항값이 큰 절연물질로 이루어진 절연층을 사이에

두고 서로 연결된 제 1, 2 전극 물질층의 연결구조로 이루어지고, 동일 단계에서 동일 물질로 이루어진 공통 전극 및 

화소 전극을 포함하는 횡전계형 액정표시장치 및 그 제조 방법을 제공하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1 특징에서는 제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기

제 1 방향으로, 상기 게이트 배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과; 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성

된 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이

트 전극과, 상기 데이터 배선에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으

로 이루어진 박막트랜지스터와; 상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터를 덮는 영 역과, 상기 게이트

배선 및 데이터 배선을 덮는 영역과, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀을 가지며, 상기 공통 배선과

일부 중첩되게 위치하고, 저항값이 높은 절연물질로 이루어진 제 1 절연층과; 상기 제 1 절연층과 일정간격 중첩되며,

상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 연결되는 제 1 보조 공통배선 물질층과; 상

기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 제 1 절연층을 경계부로 

하여 상기 제 1 절연층과 중첩되는 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층 영역을 노출시키는 범위에 형

성되며, 저항값이 높은 유기 절연물질로 이루어진 제 2 절연층과; 상기 제 2 절연층 상부에서, 상기 제 1 인출배선 물

질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극

과; 상기 제 2 절연층 상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2

보조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과; 상기 제 1 기판

과 대향되게 배치된 제 2 기판과; 상기 제 2 기판 내부면에서, 상기 화소 영역을 오픈부로 하는 블랙매트릭스와; 상기 

오픈부 영역에서, 상기 블랙매트릭스를 컬러별 경계부로 하여 형성된 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구조의 

컬러필터층과; 상기 제 1, 2 기판 사이에 개재된 액정층을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에서 동

일 물질로 이루어지고, 상기 액정층은 상기 공통 전극과 화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡전계형

액정표시장치를 제공한다.
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본 발명의 제 2 특징에서는, 제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기 제 1 방향으로, 상기 게이트 

배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과; 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과; 상기 게이

트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이트 전극과, 상기 데이터 배선

에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으로 이루어진 박막트랜지스터

와; 상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 

영역과, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 범위에서 상기 공통 배선과 일부 중첩되게 형성된 블랙매트릭스와; 상기 

블랙매트릭스와 일정간격 중첩되며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 연결되

는 제 1 보조 공통배선 물질층과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 영역으로 정의된 화소 영역에 상기 블

랙매트릭스를 컬러별 경계부로 하며, 상기 블랙매트릭스와 중첩되는 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물

질층 영역을 노출시키는 범위에 형성되며, 상기 화소 영역별로 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구조로 이루어

진 컬러필터층과; 상기 컬러필터층 상부에서, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 

제 2 인출배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극과; 상기 컬러필터층 상부에서, 상기 제 1 보조 

공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 

화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과; 상기 제 1 기판과 대향되게 배치된 제 2 기판과; 상기 제 1, 2 

기판 사이에 개재된 액정층을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 

액정층은 상기 공통 전극과 화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡전계형 액정표시장치를 제공한다.

본 발명의 제 3 특징에서는, 제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기 제 1 방향으로, 상기 게이트 

배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과; 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과; 상기 게이

트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이트 전극과, 상기 데이터 배선

에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으로 이루어진 박막트랜지스터

와; 상기 드레인 전극 및 공통 배선을 일부 노출시키는 영역에 형성된 제 1 절연층과; 상기 제 1 절연층과 일정간격 중

첩되며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 연결되는 제 1 보조 공통배선 물질

층과; 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 노출시키는 범위에서, 상기 제 1 절연층과 이웃하

는 영역에 형성된 제 2 절연층과; 상기 제 2 절연층을 덮는 영역에서, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인

출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극과; 상기 제 2 절연층을 

덮는 영역에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보조 공통배선 

물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과; 상기 제 1 기판과 대향되게 배

치된 제 2 기판과; 상기 제 1, 2 기판 사이에 개재된 액정층을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에

서 동일 물질로 이루어지고, 상기 액정층은 상기 공통 전극과 화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡

전계형 액정표시장치를 제공한다.

본 발명의 제 1 특징에 따른 상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 게이트 

배선 및 공통 배선을 직접적으로 덮는 영역에는, 상기 제 1 절연층과 공통배선 콘택홀을 공통적으로 가지는 게이트 절

연막이 형성되고, 본 발명의 제 2 특징에 따른 상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지

고, 상기 게이트 배선 및 공통 배선을 직접적으로 덮는 영역에는, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀

을 가지는 게이트 절연막이 형성되고, 상기 제 1 절연층은, 상기 게이트 절연막의 공통배선 콘택홀을 노출시키는 범위

에서 형성되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 3 특징에 따른 상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 게이트 

배선 및 공통 배선을 덮는 영역에는, 상기 제 1 절연층과 공통적으로 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘

택홀을 가지는 게이트 절연막이 형성되고, 상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에는 액티브층, 오믹

콘택층이 차례대로 적층된 구조의 반도체층이 위치하고, 상기 반도체층은, 상기 소스 전극 및 드레인 전극의 하부층에

위치하여, 상기 소스 전극 및 드레인 전극과 대응된 패턴 구조로 이루어지고, 상기 반도체층은 데이터 배선과 대응된 

패턴 구조로 이루어지는 반도체 물질층과 일체형 패턴으로 이루어진 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 1 내지 제 3 특징에 따른 상기 제 1 절연층은 비유전상수값이 최대 11.0인 물질에서 선택되고, 상기 제 

1 절연층을 이루는 물질은, 실리콘 질화막(SiNx), BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어느 하나

에서 선택되며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 이루는 물질은, 저항값이 최대 1×10 6

Ω인 물질에서 선택되고, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 이루는 물질은, 구리(Cu), 크롬(

Cr), 몰리브덴(Mo), 티탄(Ti), 탄탈(Ta), 텅스텐(W), ITO 또는 이들의 합금 물질인 AlTa, AlSi, AlTi, AlNd, CuCr, C

uMg, MoW, MoTa 중 어느 하나에서 선택되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 1 내지 제 3 특징에 따른 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층은 각각 아일랜드 패

턴(island pattern) 구조로 이루어지고, 상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, 저항값이 최소 1×10 11 Ω·㎝인 물질에

서 선택되며, 상기 제 2 절연층을 이루는 물질은 BCB이며, 상기 제 2 인출배선 물질층 및 화소 전극과, 상기 제 2 보

조 공통배선 물질층 및 공통 전극을 이루는 물질은 투명 도전성 물질에서 선택되고, 상기 블랙매트릭스와 중첩되는 제

1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층 영역은, 상기 블랙매트릭스 상부 표면으로 연장형성된 영역인 것을 

특징으로 한다.
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본 발명의 제 1 내지 제 3 특징에 따른 상기 데이터 배선과 인접하게 위치하는 전극은 공통 전극이고, 상기 다수 개의 

공통 전극 중 화소 영역별로 양측에 위치하는 공통 전극은 이웃하는 데이터 배선과 일정간격 중첩되게 배치되는 것을

특 징으로 한다.

본 발명의 제 2 특징에 따른 상기 데이터 배선과 인접하게 위치하는 전극은 공통 전극이고, 상기 블랙매트릭스는 인

접하게 위치하는 공통 전극과 일정간격 중첩되게 위치하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 1 내지 제 3 특징에 따른 상기 제 1 인출배선 물질층은, 상기 드레인 전극과 측면 접촉 방식에 의해 전기

적으로 연결되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 4 특징에서는, 기판 상에 제 1 방향으로, 게이트 전극을 가지는 게이트 배선과, 공통 배선을 각각 형성하

는 단계와; 상기 게이트 배선, 게이트 전극, 공통 배선을 덮는 영역에 게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트 

절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에 반도체층을 형성하는 단계와; 상기 반도체층 상부에 서로 이격되게 위치하

는 소스 전극 및 드레인 전극과, 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 데이터 배선을 형성하는 단계와; 상기 게이

트 전극, 반도체층, 소스 전극, 드레인 전극은 박막트랜지스터를 이루고, 상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막

트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 영역과, 상기 게이트 절연막과 함께 공통 배선을 

일부 노출시키는 공통 배선 콘택홀을 가지며, 저항값이 높은 절연물질로 이루어진 제 1 절연층을 형성하는 단계와; 상

기 제 1 절연층과 일부 중첩되는 영역에 위치하며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통

배선 콘택홀을 통해 공통 배선과 연결되는 제 1 보조 공통배선 물질층을 형성하는 단계와; 상기 게이트 배선 및 데이

터 배선의 교차 영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층

을 노출시키는 범위에서 상기 제 1 절연층을 경계부로 하여 형성되고, 비저항값이 높은 유기 절연물질로 이루어진 제 

2 절연층을 형성하는 단계와; 상기 제 2 절연층 상부에, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층

과, 상기 제 2 인출배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극을 형성하는 단계와; 상기 제 2 절연층 

상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질

층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 화

소 전극 및 공통 전극을 형성하는 단계는 동일 물질을 이용한 동일 단계인 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방

법을 제공한다.

본 발명의 제 5 특징에서는, 기판 상에 제 1 방향으로, 게이트 전극을 가지는 게이트 배선과, 공통 배선을 각각 형성하

는 단계와; 상기 게이트 배선, 게이트 전극, 공통 배선을 덮는 영역에 위치하며, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공

통배선 콘택홀을 가지는 게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에 

반도체층을 형성하는 단계와; 상기 반도체층 상부에 서로 이격되게 위치하는 소스 전극 및 드레인 전극과, 상기 제 1 

방향과 교차되는 제 2 방향으로 데이터 배선을 형성하는 단계와; 상기 게이트 전극, 반도체층, 소스 전극, 드레인 전극

은 박막트랜지스터를 이루고, 상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배

선 및 데이터 배선을 덮는 영역과, 상기 공통배선 콘택홀을 노출시키는 범위에서 공통 배선과 일부 중첩되며, 저항값

이 높은 절연물질로 이루어진 블랙매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 블랙매트릭스와 일부 중첩되는 영역에 위치하

며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통배선 콘택홀을 통해 공통 배선과 연결되는 제 1 

보조 공통배선 물질층을 형성하는 단계와; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차 영역으로 정의되는 화소 영역에 

위치하며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 노출시키는 범위에서 상기 블랙매트릭스를 컬

러별 경계부로 하여, 상기 화소 영역 단위로 형성되는 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구조의 컬러필터층을 형

성하는 단계와; 상기 컬러필터층 상부에, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 

인출배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극을 형성하는 단계와; 상기 컬러필터층 상부에서, 상기

제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층에서 제 2 방향

으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 화소 전극 및 공통 

전극을 형성하는 단계는 동일 물질을 이용한 동일 단계인 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방법을 제공한다.

상기 반도체층을 형성하는 단계와, 상기 소스 전극 및 드레인 전극, 데이터 배선을 형성하는 단계는 동일한 제조 공정

에서 대응되는 패턴 구조로 이루어지고, 상기 반도체층을 형성하는 단계에서는, 상기 데이터 배선과 대응된 패턴 구

조를 이루는 반도체 물질층을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 반도체층과 반도체 물질층은 일체형 패턴이고, 상기 제

1 절연층은 비유전상수값이 최대 11.0인 물질에서 선 택되며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질

층을 이루는 물질은, 저항값이 최대 1×10 6 Ω인 물질에서 선택되고, 상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, 저항값이 

최소 1×10 11 Ω·㎝인 물질에서 선택되며, 상기 제 2 인출배선 물질층 및 화소 전극과, 상기 제 2 보조 공통배선 물

질층 및 공통 전극을 이루는 물질은 투명 도전성 물질에서 선택되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 1 특징에 따른 상기 공통배선 콘택홀은, 상기 게이트 절연막 및 제 1 절연층을 일괄식각하는 방법에 의

해 형성되고, 본 발명의 제 1, 2 특징에 따른 상기 식각 공정은 건식식각법에 의해 이루어지고, 상기 제 1 인출배선 물

질층, 상기 드레인 전극과 측면 접촉 방식에 의해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.



공개특허 10-2005-0002140

- 7 -

-- 제 1 실시예 --

도 4a 내지 4c는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 4a는 어레이 기판에 

대한 평면도, 도 4b는 컬러필터 기판에 대한 평면도, 도 4c는 상기 도 4a, 4b의 절단선 IVc-IVc에 따라 절단된 단면

을 액정층을 포함한 구조로 도시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(110) 상에 제 1 방향으로 게이트 배선(112)이 형성되어 있고, 상기 제 1 방향과 교차되

는 제 2 방향으로 데이터 배선(130)이 형 성되어 있으며, 상기 게이트 배선(112) 및 데이터 배선(130)이 교차되는 지

점에는 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 1 방향으로 게이트 배선(112)과 이격되게 공통 배선(116)이 형성되어 있고, 상기 게이트 배선(112) 

및 데이터 배선(130)이 교차되는 영역은 화소 영역(P)으로 정의되며, 상기 공통 배선(116)을 덮는 영역에는, 공통 배

선(116)과 전기적으로 연결되는 아일랜드 패턴(island pattern)구조의 제 1 보조 공통배선 물질층(138)이 형성되어 

있고, 제 1 보조 공통배선 물질층(138)을 덮는 영역에는 제 1 보조 공통 배선 물질층(138)과 공통배선 콘택홀(134)을

통해 전기적으로 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층(145)이 형성되어 있으며, 제 2 보조 공통배선 물질층(145)에서

는 제 2 방향으로 다수 개의 공통 전극(146)이 분기되어 있으며, 이중에서 화소 영역(P)별로 양측에 위치하는 공통 전

극(146) 들은 저항값이 높은 절연체가 개재된 상태에서 이웃하는 데이터 배선(130)과 일정간격 중첩되게 배치되어 

있는 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 박막트랜지스터(T)와 연결되어 아일랜드 패턴구조의 제 1 인출배선 물질층(136)이 형성되어 있고, 제 1

인출배선 물질층(136)과 전기적으로 연결되어 제 2 인출배선 물질층(143)이 형성되어 있으며, 제 2 인출배선 물질층

(143)에서는 제 2 방향으로 공통 전극(146)과 엇갈리게 다수 개의 화소 전극(144)이 분기되어 있다.

상기 제 2 보조 공통배선 물질층(145) 및 공통 전극(146), 제 2 인출배선 물질층(143) 및 화소 전극(144)은 동일 공

정에서 동일 물질로 이루어지며, 한 예로 박막트랜지스터(T)의 제조 공정 다음 투명 도전성 물질을 이용하여 형성할 

수 있고, 대표적인 투명 도전성 물질로는 ITO(indium tin oxide)를 들 수 있다.

상기 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(138, 145)은 보조 공통배선(150)을 이루고, 제 1, 2 인출배선 물질층(136, 143)

은 인출 배선(148)을 이루어진 것을 특징으로 하며, 도면으로 상세히 제시하지 않았지만 상기 제 1, 2 보조 공통배선 

물질층(138, 145) 및 제 1, 2 인출배선 물질층(136, 143)은 제 1, 2 절연층(132, 142)이 개재된 상태에서 서로 전기

적으로 연결되는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 절연층(132)은 비유전상수값이 최대 11.0인 물질에서 선택되며, 이에 따라 데이터 신호전압/공통 전압, 데

이터 신호전압/픽셀 전압 간의 신호 커플링(coupling)현상을 감소시켜 화질 특성을 개선할 수 있다.

그리고, 제 2 절연층(142)은 저항값이 높고, 평탄화특성이 우수한 유기절연물질에서 선택되어, 공통 전극(146)을 이

웃하는 데이터 배선(130)과 중첩되게 확장형성하는 것이 가능하여 개구율 향상효과가 있으며, 이러한 중첩 구조에 의

해 공통 전극(146)과 데이터 배선(130) 간의 이격구간이 제거됨에 따라, 기존의 횡전계형 액정표시장치에서 주시야

각을 벗어나는 각도에서 문제되었던 크로스토크 문제를 해결할 수 있고, 평탄화 특성이 우수한 제 2 절연층(142) 상

에 공통 전극(146), 화소 전극(144)이 모두 형성되기 때문에, 전극의 평탄화 특성 향상으로 콘트라스트를 높일 수 있

다.

도 4b는, 제 2 기판(170) 상에 전술한 화소 영역(상기 도 4a의 P)을 오픈부(172)로 하는 블랙매트릭스(174)가 형성

되어 있고, 오픈부(172) 단위로 적, 녹, 청 컬러필터(176a, 176b, 176c)가 차례대로 배열된 구조의 컬러필터층(176)

이 형성되어 있고, 컬러필터층(176)을 덮는 영역에는 오버코트층(180)이 형성되어 있다.

경우에 따라서, 상기 오버코트층(180)은 생략가능하다.

상기 오픈부(172)의 크기는 개구율과 비례관계를 가지는데, 본 실시예에서는 배선을 일부 덮는 영역까지 전극을 형성

하기 때문에, 기존의 오픈부에 비해서 크기를 크게 하여 개구율을 향상시킬 수 있다.

도 4c는, 제 1 기판(110) 상에 게이트 전극(114) 및 공통 배선(116)이 각각 형성되어 있고, 게이트 전극(114)을 덮는 

기판 전면에는 공통 배선(116)을 일부 노출시키는 공통 배선 콘택홀(134)을 가지는 게이트 절연막(118)이 형성되어 

있으며, 상기 게이트 절연막(118) 상부의 게이트 전극(114)을 덮는 영역에는 소스 전극(126) 및 드레인 전극(128)이 

형성되어 있고, 소스 전극(126)과 일체형 패턴을 데이터 배선(130)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 소스 전극(126) 및 드레인 전극(128)의 하부층에는 대응된 패턴 구조로 반도체층(124)이 형성되어 있

고, 데이터 배선(130)의 하부층에는 대응된 패턴 구조로, 상기 반도체층(124)과 일체형 패턴을 이루는 반도체 물질층
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(122)이 형성되어 있다.

한 예로, 본 실시예에서는 회절 노광법에 의해 반도체 패턴과 데이터 패턴을 동일 마스크 공정에서 대응되는 패턴으

로 형성하는 마스크 공정을 채택하였다. 그러나, 본 발명에 따른 횡전계형 액정표시장치는 본 구조로 한정되는 것은 

아니다.

상기 반도체층(124)은 액티브층(124a ; active layer)과 오믹콘택층(124b ; ohmic contact layer)이 차례대로 적층

된 구조로 이루어지며, 상기 소스 전극(126)과 드레인 전극(128) 간 이격구간에는 오믹콘택층(124b)이 제거되고, 그 

하부층을 이루는 액티브층(124a)이 노출되어, 노출된 액티브층 영역이 캐리어(carrier) 이동통로인 채널부(ch ; chan

nel)를 이루고 있다.

상기 게이트 전극(114), 반도체층(124), 소스 전극(126), 드레인 전극(128)은 박막트랜지스터(T)를 이루고, 상기 박

막트랜지스터(T) 및 공통 배선(116)의 일측을 덮는 영역에 제 1 절연층(132)이 형성되어 있다. 상기 제 1 절연층(132

)은 드레인 전극(128) 및 공통배선 콘택홀(134)을 노출시키는 패턴 범위를 가지고 있다.

상기 제 1 절연층(132) 상부에는, 드레인 전극(128)과 측면접촉방식으로 연결된 제 1 인출배선 물질층(136)과, 공통

배선 콘택홀(134)을 통해 공통 배선(116)과 연결되는 제 1 보조 공통배선 물질층(138)이 형성되어 있다.

즉, 본 실시예에서 박막트랜지스터와 화소 전극의 전기적 접촉이 별도의 콘택홀없이 측면 접촉방식으로 이루어지기 

때문에, 별도의 콘택홀 공정에 따른 접촉불량 문제 등을 해결할 수 있다.

한편, 상기 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)은 각각 제 1 절연층(132)의 상부 표면으

로 일정 면적 연장형성되는 것이 중요하다.

상기 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)은 알루미늄(Al), 구리(Cu), 크롬(Cr), 몰리브덴(

Mo), 티탄(Ti), 탄탈(Ta), 텅스텐(W), ITO 또는 이들의 합금 물질에서 선택될 수 있다. 상기 합금 물질로는, AlTa, Al

Si, AlTi, AlNd, CuCr, CuMg, MoW, MoTa 등 전기저항이 최대 1×10 6 Ω인 저항특성을 가지는 물질로 가능하며, 

한정하지 않은 물질들에 대해서도 전기저항 특성이 만족된다면 적용가능하다.

상기 제 1 절연층(132) 상부로 연장형성된 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138) 영역을 노

출시키는 범위에서 제 1 절연층(132)과 대응되는 패턴 두께로 제 1 절연층(132)과 이웃하는 영역에 제 2 절연층(142

)이 형성되어 있고, 제 2 절연층(142) 상부에는 제 1 인출배선 물질층(136)과 연결되는 제 2 인출배선 물질층(143)과

, 제 1 보조 공통배선 물질층(138)과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층(145)이 형성되어 있다.

상기 제 2 보조 공통배선 물질층(145)과 동일 공정에서 동일 물질을 이용하여 공통 전극(146)이 형성되어 있고, 상기

제 2 인출배선 물질층(143)과 동일 공정에 동일 물질을 이용하여 화소 전극(144)이 형성되어 있다. 즉, 본 실시예에 

따른 공통 전극(146)은 화소 전극(144)은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어짐에 따라, 동일 평면 상에 위치하는 것

을 특징으로 한다.

특히, 본 실시예에서는 제 2 보조 공통배선 물질층(145) 및 공통 전극(146)과, 제 2 인출배선 물질층(143) 및 화소 전

극(144)을 이루는 물질은 투명 도전성 물질에서 선택되며, 한 예로 ITO로 이루어질 수 있다.

상기 공통 전극(146)은 이웃하는 데이터 배선(130)과 일정간격 이격되게 위 치하여, 횡전계형 액정표시장치에서 실

질적인 개구부로 정의되는 공통 전극(146)과 화소 전극(144) 간의 이격구간을 확장시킬 수 있다.

상기 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(138, 145)은 보조 공통배선(150)을 이루고, 상기 제 1, 2 인출배선 물질층(136, 1

43)은 인출배선(148)을 이룬다.

도면으로 제시하지 않았지만, 상기 제 1 절연층(132)과 박막트랜지스터(T) 사이에는, 박막트랜지스터(T)의 소자특성

향상을 위하여, 실리콘 질화막이나 실리콘 산화막(SiOx)와 같은 무기 절연물질을 형성할 수도 있다.

그리고, 상기 제 1 절연층(132)은 실리콘 질화막(SiNx), BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어느

하나에서 선택가능하며, 비유전상수값이 최대 11. 0으로 낮은 유전특성을 가지는 물질에서 선택하여, 데이터 신호전

압과 공통 전압, 데이터 신호전압과 픽셀 전압의 신호 커플링(coupling) 현상을 최소화시킬 수 있다.

상기 제 2 절연층(142)은 저항값이 높은 절연물질에서 선택되며, 한 예로 저항값이 최소 1×10 11 Ω·㎝ 인 물질에

서 선택될 수 있고, 이러한 물질특성을 가지며 평탄화 특성을 가지는 물질에서 선택되는 것이 바람직하고, 한 예로 B

CB를 들 수 있다.
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그리고, 제 2 기판(170) 하부에는 데이터 배선(130) 및 박막트랜지스터(T), 그리고 공통 배선(116)과 대응된 위치에 

블랙매트릭스(174)가 형성되어 있다. 본 실시예에서는, 전술한 바와 같이 제 1, 2 절연층(132, 142)을 유전율값이 낮

은 물 질에서 선택함에 따라, 공통 전극(146)을 이웃하는 데이터 배선(130)과 일정간격 중첩되게 형성하는 구조이기 

때문에, 상기 블랙매트릭스(174)가 가지는 합착 마진을 최소화하여 이에 따른 개구율 향상을 기대할 수 있다.

상기 블랙매트릭스(174)를 컬러별 경계부로 하여 그 하부층에 컬러필터층(176)이 형성되어 있다. 도면 상에서는 적, 

청 컬러필터(176a, 176c)를 포함하는 컬러필터층(176) 영역에 대해서 도시되어 있다. 컬러필터층(176) 하부에는 오

버코트층(180)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 1, 2 기판(110, 170) 사이 구간에는 액정층(166)이 개재되어 있다. 도면으로 제시하지 않았지만, 상

기 액정층(166)과 접하는 기판면에는 배향막이 각각 형성된다.

이하, 본 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치의 제조 공정에 대해서 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 5a 내지 5f, 도 6a 내지 6f는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 공정을 단계별

로 나타낸 도면으로서, 도 5a 내지 5f는 평면도이고, 도 6a 내지 6f는 상기 도 5a 내지 5f의 절단선 VI-VI에 따라 절

단된 단면을 도시한 단면도이다.

도 5a, 6a는, 기판(110) 상에 제 1 금속물질을 이용하여, 감광성 물질을 이용한 사진식각 공정인 제 1 마스크 공정에 

의해 제 1 방향으로 서로 일정간격 이격되게 위치하는 게이트 배선(112) 및 공통 배선(116)을 각각 형성하는 단계이

다.

상기 게이트 배선(112)에는 게이트 전극(114)이 분기되어 있다.

상기 제 1 금속물질은 비저항값이 낮은 금속물질에서 선택되는 것이 바람직하다.

도 5b, 6b는, 상기 게이트 배선(112), 게이트 전극(114), 공통 배선(116)을 덮는 영역에 제 1 절연물질, 순수 비정질 

실리콘, 불순물 비정질 실리콘, 제 2 금속물질을 차례대로 증착한 다음, 상기 제 1 절연물질은 게이트 절연막(118)으

로 삼고, 제 2 마스크 공정에 의해 제 2 금속물질은, 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 위치하는 데이터 배선(

130)과, 상기 데이터 배선(130)에서 분기된 소스 전극(126)과, 상기 소스 전극(126)과 일정간격 이격되게 위치하는 

드레인 전극(128)을 형성하고, 순수 비정질 실리콘, 불순물 비정질 실리콘은 데이터 배선(130), 소스 전극(126), 드레

인 전극(128)과 대응되는 패턴 구조를 가지는 반도체 물질층(122) 및 반도체층(124)으로 형성한다. 상기 반도체 물질

층(122) 및 반도체층(124)은 일체형 패턴에 형성되며, 이중 반도체층(124)은 소스 전극(126) 및 드레인 전극(128)과

대응되는 영역에 위치하는 반도체 패턴에 해당된다.

상기 제 1 절연물질은 실리콘 절연물질에서 선택되며, 한 예로 실리콘 질화막, 실리콘 산화막 중 어느 한 물질 또는 조

합된 물질에서 선택될 수 있다. 그리고, 상기 반도체층(124)은 순수 비정질 실리콘으로 이루어진 액티브층(124a)과, 

불순물 비정질 실리콘으로 이루어진 오믹콘택층(124b)으로 이루어진다.

이 단계에서는, 별도의 마스크 공정추가없이 회절 노광법에 의해, 소스 전극(126)과 드레인 전극(128) 사이에 위치하

는 오믹콘택층(124b)을 제거하고, 그 하부층을 이루는 액티브층(124a)을 노출시켜, 노출된 액티브층(124a) 영역을 

채널부(ch)로 구성하는 단계를 포함한다.

상기 게이트 전극(114), 반도체층(124), 소스 전극(126), 드레인 전극(128)은 박막트랜지스터(T)를 이룬다.

그리고, 상기 게이트 배선(112) 및 데이터 배선(130)의 교차 영역은 화소 영역(P)으로 정의된다.

도 5c, 6c는, 상기 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에 제 2 절연물질을 이용한, 제 3 마스크 공정에 게이트 배선(112) 

및 데이터 배선(130)과, 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에 위치하며, 상기 게이트 절연막(118)과 공통적으로 공통 배

선(116)을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀(134)을 가지는 제 1 절연층(132)을 형성하는 단계이다. 이 단계에서, 상

기 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에 형성되는 제 1 절연층(132)은 드레인 전극(128)을 노출시키는 영역범위에 해당

되는 것을 특징으로 한다.

상기 제 2 절연물질은, 실리콘 질화막(SiNx), BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어느 하나에서 

선택가능하며, 비유전상수가 최대 11.0으로 낮은 유전특성을 가지는 물질에서 선택하여, 데이터 신호전압과 공통 전

압, 데이터 신호전압과 픽셀 전압의 신호 커플링(coupling) 현상을 최소화시킬 수 있다.



공개특허 10-2005-0002140

- 10 -

그리고, 상기 공통배선 콘택홀(134) 공정은, 상기 게이트 절연막(118)과 제 1 절연층(132)을 건식식각법에 의해 일괄

식각하는 방법으로 형성할 수 있다.

도면으로 제시하지 않았지만, 상기 박막트랜지스터(T)와 제 1 절연층(132) 사이에는, 상기 박막트랜지스터(T)의 소

자특성 보호를 위해 실리콘 절연물질로 이루어진 절연층을 추가로 개재할 수도 있다.

도 5d, 6d는, 상기 제 1 절연층(132)을 덮는 기판 전면에 제 3 금속물질을 증착한 다음 제 4 마스크 공정에 의해, 상기

제 1 절연층(132) 상부의 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에 위치하는 제 1 인출배선 물질층(136)과, 공통 배선(116)

을 덮는 영역에 위치하는 제 1 보조 공통배선 물질층(138)을 아일랜드 패턴구조로 각각 형성하는 단계이다.

좀 더 상세히 설명하면, 상기 제 1 인출배선 물질층(136)은 측면 접촉방식으로 별도의 콘택홀없이 드레인 전극(128)

과 전기적으로 연결하고, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층(138)은 공통배선 콘택홀(134)을 통해 공통 배선(116)과 연

결된다. 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)은 제 1 절연층(132) 상부 표면으로 일정면적

연장형성되게 형성하는 것이, 후속 공정에서 또 하나의 인출배선 물질층 및 보조 공통배선 물질층과의 전기적 연결을

위해 중요하다.

상기 제 3 금속물질은, 알루미늄(Al), 구리(Cu), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 티탄(Ti), 탄탈(Ta), 텅스텐(W), ITO 또는 

이들의 합금 물질에서 선택될 수 있다. 상기 합금 물질로는, AlTa, AlSi, AlTi, AlNd, CuCr, CuMg, MoW, MoTa 등 

전기저항이 최대 1×10 6 Ω인 저항특성을 가지는 물질로 가능하며, 한정하지 않은 물질들에 대해서도 전기저항 특

성이 만족된다면 적용가능하다.

상기 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)은 후속 공정에서 형성하는 화소 전극 및 공통 

전극과의 전기적 연결을 위한 보조 패턴에 해당되므로, 전기적 연결을 위한 최소한의 패턴 범위에서 형성해도 무방하

다.

도 5e, 6e는, 상기 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)을 덮는 영역에 제 3 절연물질을 형

성한 다음, 제 5 마스크 공정에 의해, 상기 제 1 절연층(132)을 경계부로 하여, 화소 영역(P)에 제 2 절연층(142)을 형

성하는 단계이다.

이 단계에서, 상기 제 1, 2 절연층(132, 142)은 서로 대응되는 표면 평탄성을 가지며, 상기 제 2 절연층(142)은, 상기 

제 1 절연층(132)의 상부표면으로 연장형성된 제 1 인출배선 물질층(136) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(138)을 노

출시키는 면적범위에서 형성되는 것이 중요하다.

상기 제 3 절연물질은, 저항값이 높은 절연물질에서 선택되며, 한 예로 저항값이 최소 1×10 11 Ω·㎝ 인 물질에서 

선택될 수 있고, 이러한 물질특성을 가지며 평탄화 특성을 가지는 물질에서 선택되는 것이 바람직하고, 한 예로 BCB

를 들 수 있다.

도 5f, 6f는, 상기 제 2 절연층(142) 상부에 제 4 금속물질을 증착한 다음, 제 6 마스크 공정에 의해, 상기 제 1 인출배

선 물질층(136)과 접촉되는 제 2 인출배선 물질층(143)과, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층(138)과 접촉되는 제 2 보

조 공통배선 물질층(145)과, 상기 제 2 인출배선 물질층(143)에서 제 2 방향으로 분기 된 다수 개의 화소 전극(144)

과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층(145)에서 분기되며, 상기 화소 전극(144)과 서로 엇갈리게 위치하는 다수 개의 

공통 전극(146)을 형성하는 단계이다.

특히, 본 실시예에서는 데이터 배선(130)을 덮는 영역에 비유전상수값이 낮은 제 1 절연층(132)을 형성하여, 상기 공

통 전극(146)은 제 1 절연층(132)이 개재된 상태에서 이웃하는 데이터 배선(130)과 일정간격 중첩되게 위치하는 것

을 특징으로 한다.

상기 제 1, 2 인출배선 물질층(136, 143)은 인출 배선(148)을 이루고, 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(138, 145)은 보

조 공통배선(150)을 이룬다.

상기 제 4 금속물질은 투명 도전성 물질에 선택될 수 있으며, 한 예로 ITO로 형성할 수 있다.

-- 제 2 실시예 --

본 발명에 따른 제 2 실시예는 횡전계형 액정표시장치를 COT 구조로 형성한 실시예로서, 상기 제 1 실시예에 따른 

제 1, 2 절연층 형성부에 블랙매트릭스 및 컬러필터층을 형성하는 것을 특징으로 한다.
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도 7a, 7b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 횡전계형 액정표시장치에 대한 도면으로서, 도 7a는 COT 구조 어레이 기

판에 대한 평면도이고, 도 7b는 상기 도 7a의 절단선 VIIb-VIIb에 따라 절단된 단면을 대향 기판 및 액정층을 포함하

여 도시한 단면도이다. 상기 제 1 실시예와 중복되는 부분에 대한 설명은 간략히 하고, 상기 제 1 실시예와 구분되는 

특징적인 부분을 중심으로 설명한다.

도 7a는, 게이트 배선(212) 및 데이터 배선(230)이 서로 교차되게 형성되어 있고, 게이트 배선(212) 및 데이터 배선(

230)의 교차지점에 게이트 전극(214), 반도체층(224), 소스 전극(226), 드레인 전극(228)으로 이루어진 박막트랜지

스터(T)가 형성되어 있으며, 게이트 배선(212)과 동일한 방향으로 서로 이격되게 공통 배선(216)이 형성되어 있으며,

게이트 배선(212) 및 데이터 배선(230)이 교차되는 영역은 화소 영역(P)으로 정의되는 구조에서, 상기 게이트 배선(2

12) 및 데이터 배선(230) 그리고, 드레인 전극(228)을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에 블랙매

트릭스(232)가 형성되어 있다.

그리고, 블랙매트릭스(232)와 일부 중첩되게 드레인 전극(228)을 덮는 영역에 제 1 인출배선 물질층(236)이 형성되

어 있고, 블랙매트릭스(232)와 일부 중첩되게 공통 배선(216)을 덮는 영역에서 공통배선 콘택홀(220)을 통해 공통 배

선(216)과 연결되어 제 1 보조 공통배선 물질층(238)이 형성되어 있으며, 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 

공통배선 물질층(238)은 서로 독립적인 아일랜드 패턴구조로 형성되어 있다. 상기 블랙매트릭스(232)를 컬러별 경계

부로 하여, 화소 영역(P)별로 적, 녹, 청 컬러필터(242a, 242b, 242c)가 차례대로 배열된 구조의 컬러필터층(242)이 

형성되어 있다. 이때, 상기 컬러필터층(242)은 블랙매트릭스(232)와 중첩되게 위치하는 제 1 인출배선 물질층(236) 

및 제 1 보조 공통배선 물질층(238)을 노출시키는 범위에서 형성되는 것이 중요하다.

그리고, 상기 제 1 인출배선 물질층(236)과 접촉되어 제 2 인출배선 물질층(243)이 형성되어 있고, 제 1 보조 공통배

선 물질층(238)과 접촉되어 제 2 보조 공통배선 물질층(245)이 형성되어 있다. 상기 제 2 인출배선 물질층(243)에는 

데이터 배선(230)과 평행한 방향으로 다수 개의 화소 전극(244)이 분기되어 있고, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층(2

45)에는 데이터 배선(230)과 평행한 방향으로 위치하며, 상기 화소 전극(244)과 엇갈리게 다수 개의 공통 전극(246)

이 분기되어 있다.

상기 제 1, 2 인출배선 물질층(236, 243)은 인출 배선(248)을 이루고, 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(238, 245)은 보

조 공통배선(250)을 이룬다.

본 실시예에서는, 박막트랜지스터가 형성된 기판 상에 블랙매트릭스를 형성하기 때문에, 블랙매트릭스의 합착 마진을

제거할 수 있어 개구율을 향상시킬 수 있고, 컬러필터층 상에 전극을 형성함에 따라 평탄화 특성의 향상으로 콘트라

스트를 향상시킬 수 있다.

도 7b는, 제 1 기판(210) 상에 게이트 전극(214) 및 공통 배선(216)이 각각 형성되어 있고, 게이트 전극(214) 및 공통

배선(216)을 덮는 영역에 위치하며 게이트 절연막(218)을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀(220)을 가지는 게이트 

절연막(218)이 형성되어 있고, 게이트 전극(214)을 덮는 위치에는 반도체층(224)이 형성되어 있고, 반도체층(224) 

상부에는 서로 이격되게 소스 전극(226) 및 드레인 전극(228)이 형성되어 있다. 그리고, 소스 전극(226)과 연결되어 

데이터 배선(230)이 형성되어 있다. 상기 데이터 배선(230)의 하부층에는 반도체층(224)과 일체형 패턴을 이루는 반

도체 물질층(222)이 형성되어 있고, 반도체층(224) 및 반도체 물 질층(222)과, 소스 전극(226) 및 드레인 전극(228), 

데이터 배선(230)은 서로 대응되는 패턴 구조를 이루고 있다.

상기 게이트 전극(214), 반도체층(224), 소스 전극(226) 및 드레인 전극(228)은 박막트랜지스터(T)를 이루고, 상기 

드레인 전극(228)을 노출시키는 범위에서 박막트랜지스터(T) 및 데이터 배선(230)을 덮는 영역과, 상기 공통배선 콘

택홀(220)을 노출시키는 범위에서 공통 배선(216)의 일측을 덮는 영역에는 블랙매트릭스(232)가 형성되어 있다. 그

리고, 상기 드레인 전극(228)과 측면접촉방식으로 블랙매트릭스(232)와 일정간격 중첩되게 제 1 인출배선 물질층(23

6)이 형성되어 있고, 공통배선 콘택홀(220)을 통해 공통 배선(216)과 연결되며, 공통 배선(216)의 일측을 덮는 블랙

매트릭스(232)와 일정간격 중첩되게 제 1 보조 공통배선 물질층(238)이 형성되어 있다. 여기서, 블랙매트릭스(232)

와 일정간격 중첩되는 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(238) 영역은 블랙매트릭스(232)의 

상부 표면으로 연장형성된 부분에 해당된다.

그리고, 화소 영역(P)에는 블랙매트릭스(232)를 컬러별 경계부로 하고, 블랙매트릭스(232)의 상부 표면으로 연장형

성된 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(238)을 노출시키는 범위에 컬러필터층(242)이 형성

되어 있다. 도면에서는 컬러필터층(242)의 적, 청 컬러필터(242a, 242c) 부분에 대해서 도시되어 있다.

상기 컬러필터층(242) 상부에는, 제 1 인출배선 물질층(236)과 연결되는 제 2 인출배선 물질층(243)이 형성되어 있

고, 제 1 보조 공통배선 물질층(238)과 연결 되는 제 2 보조 공통배선 물질층(245)이 형성되어 있다. 그리고, 화소 영

역(P)에는 제 2 인출배선 물질층(243)과 연결된 화소 전극(244)과, 도면으로 상세히 제시하지 않았지만 제 2 보조 공

통배선 물질층(245)과 연결되는 공통 전극(246)이 서로 일정간격 이격되게 형성되어 있다. 상기 제 1, 2 인출배선 물
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질층(236, 243)은 인출 배선(248)을 이루고, 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(238, 245)은 보조 공통배선(250)을 이룬

다.

그리고, 제 1 기판(210)과 대향되게 제 2 기판(270)이 배치되어 있고, 제 1, 2 기판(210, 270) 사이에는 액정층(266)

이 개재되어 있다.

본 실시예에 따른 COT 구조 횡전계형 액정표시장치에서는 어레이 기판 상에 블랙매트릭스, 컬러필터층, 공통 전극을

모두 형성하기 때문에, 제 2 기판에는 별도의 블랙매트릭스, 컬러필터, 공통 전극이 생략되어 있다. 즉, 블랙매트릭스

와 어레이 소자를 동일 기판에 형성함에 따라 기존의 합착 마진에 의한 개구율 저하 문제를 해결할 수 있다.

도 8a 내지 8e, 도 9a 내지 9e는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 COT 구조 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 공

정을 단계별로 나타낸 도면으로서, 도 8a 내지 8e는 평면도이고, 도 9a 내지 9e는 상기 도 8a 내지 8e의 절단선 IX-I

X에 따라 절단된 단면을 도시한 단면도이며, 상기 제 1 실시예에 따른 제조 공정과 동일하게 적용가능한 단계에 대해

서는 간략하게 설명한다.

도 8a, 9a는, 기판(210) 상에, 제 1 방향으로 위치하며, 게이트 전극(214)을 가지는 게이트 배선(212)과, 공통 배선(2

16)을 형성하는 단계와, 게이트 배선(212), 게이트 전극(214) 및 공통 배선(216)을 덮는 영역에 위치하며, 공통 배선(

216)을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀(220)을 가지는 게이트 절연막(218)을 형성하는 단계와, 상기 게이트 절연

막(218) 상부에 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 위치하는 반도체 물질층(222)과, 반도체 물질층(222)에서 게이

트 전극(214)을 덮는 영역에서 분기된 반도체층(224)과, 상기 반도체 물질층(222)과 대응된 위치에 형성된 데이터 배

선(230)과, 상기 데이터 배선(230)에서 분기된 소스 전극(226)과, 소스 전극(226)과 일정간격 이격되게 드레인 전극(

228)이 형성되어 있다. 그리고, 상기 반도체층(224)은 액티브층(224a), 오믹콘택층(224b)이 차례대로 적층된 구조로

이루어지고, 이 단계에서는, 소스 전극(226) 및 드레인 전극(228) 사이 구간에 위치하는 오믹콘택층(224b)이 제거하

고, 그 하부층을 이루는 액티브층(224a)을 노출시켜, 노출된 액티브층(224a) 영역을 채널(ch)로 구성하는 단계를 포

함한다.

상기 게이트 전극(214), 반도체층(224), 소스 전극(226), 드레인 전극(228)은 박막트랜지스터(T)를 이룬다.

도 8b, 9b는, 상기 드레인 전극(228)을 노출시키는 범위에서 박막트랜지스터(T) 및 게이트 배선(212), 데이터 배선(2

30)을 덮는 영역 그리고, 상기 공통배선 콘택홀(220)을 노출시키는 범위에서, 공통 배선(216)의 일측과 중첩되는 영

역에 블랙매트릭스(232)를 형성하는 단계이다.

그리고, 상기 블랙매트릭스(232)는 게이트 배선(212) 및 데이터 배선(230)을 덮는 영역에 형성됨에 있어서, 전극과 

배선간이 이격구간 그리고, 배선과 인접한 전극의 일측을 덮는 영역을 포함하여 형성된다.

상기 블랙매트릭스(232)를 이루는 물질은 광차단성을 가지는 물질에서 선택되며, 한 예로 크롬(Cr)계 금속물질 또는 

블랙레진(black resin) 중 어느 하나에서 선택될 수 있다.

도 8c, 9c는, 상기 드레인 전극(228)과 측면 접촉방식으로 연결되고, 드레인 전극(228)을 일부 덮는 영역의 블랙매트

릭스(232)와 일정간격 중첩되는 제 1 인출배선 물질층(236)과, 상기 공통배선 콘택홀(220)을 통해 공통 배선(216)과

연결되고, 공통 배선(216)과 중첩되게 위치하는 블랙매트릭스(232)와 일정간격 중첩되게 제 1 보조 공통배선 물질층

(238)이 형성되어 있다. 상기 블랙매트릭스(232)와 일정간격 중첩되는 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 공통

배선 물질층(238) 영역은, 블랙매트릭스(232)의 상부 표면으로 연장형성된 영역에 해당된다.

상기 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 공통배선 물질층(238)을 이루는 물질은 상기 제 1 실시예에 따른 해당 

물질층 물질을 동일하게 적용할 수 있다.

도 8d, 9d는, 상기 블랙매트릭스(232) 상부 표면으로 연장형성된 제 1 인출배선 물질층(236) 및 제 1 보조 공통배선 

물질층(238)을 노출시키는 범위의 화소 영역(P) 단위로, 적, 녹, 청 컬러필터(242a, 242b, 242c)가 차례대로 배열된 

구조의 컬러필터층(242)을 형성하는 단계이다.

상기 컬러필터층(242)을 이루는 물질은 적, 녹, 청 컬러를 가지는 컬러레진에서 선택될 수 있다.

도 8e, 9e는, 상기 컬러필터층(242) 상부에 제 1 인출배선 물질층(236)과 접 촉되는 제 2 인출배선 물질층(243)과, 

상기 제 1 보조 공통배선 물질층(238)과 접촉되는 제 2 보조 공통배선 물질층(245)과, 상기 제 2 인출배선 물질층(24

3)에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극(244)과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층(245)에서 제 2 방향으로 

화소 전극(244)과 서로 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극(246)을 형성하는 단계이다.
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상기 제 1, 2 인출배선 물질층(236, 243)은 인출 배선(248)을 이루고, 상기 제 1, 2 보조 공통배선 물질층(238, 245)

은 보조 공통배선 물질층(250)을 이룬다.

본 실시예에서는, 상기 제 1 실시예에서와 같이 화소 전극과 공통 전극을 동일공정에서 동일 물질로 형성하는 것을 

특징으로 하고, 화소 전극과 공통 전극이 동일 평면 상에 위치하고, 그 하부층에 평탄화 특성이 우수한 컬러필터층이 

위치함에 따라 콘트라스트를 향상시킬 수 있는 효과를 가질 수 있다.

상기 제 2 인출배선 물질층(243) 및 화소 전극(244), 제 2 보조 공통배선 물질층(245) 및 공통 전극(246)은 투명 도

전성 물질에서 선택될 수 있으며, 한 예로 ITO로 이루어질 수 있다.

그러나, 본 발명의 상기 실시예로 한정되지 않으며, 본 발명의 취지에 벗어나지 않는 범위내에서 다양하게 변경하여 

실시할 수 있다.

한 예로, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 제 1 절연층과, 제 2 실시예에 따른 블랙매트릭스에는 드레인 전극을 일부 노

출시키는 드레인 콘택홀을 가지고, 드레인 콘택홀을 통해 드레인 전극과 연결되는 방식으로 형성될 수도 있다.

발명의 효과

이와 같이, 본 발명에 따른 횡전계형 액정표시장치 및 그의 제조 방법에 의하면, 화소 전극 및 공통 전극을 동일 공정

에서 두 개의 전극 물질층의 연결 구조로 각각 형성하고, 두 개의 전극 물질층 사이에 제 1, 2 절연층이 개재된 구조로

형성함에 있어서, 제 1, 2 절연층을 투명 절연물질로 형성하고, 특히 제 2 절연층을 저항값이 높고, 평탄화특성이 뛰

어난 물질에서 선택함에 따라, 배선과 일정간격 중첩되게 전극을 구성할 수 있어서, 개구율 향상 및 콘트라스트 개선, 

크로스토크 최소화 효과를 거둘 수 있고, 또한 상기 제 1, 2 절연층을 블랙매트릭스 및 컬러필터층으로 형성하는 COT

구조를 포함하여, 합착마진의 제거를 통해 개구율 향상 효과 및 콘트라스트 개선 효과를 거둘 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과;

상기 제 1 방향으로, 상기 게이트 배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과;

상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이트 전극과, 상기 데

이터 배선에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으로 이루어진 박막트

랜지스터와;

상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 영

역과, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀을 가지며, 상기 공통 배선과 일부 중첩되게 위치하고, 저항

값이 높은 절연물질로 이루어진 제 1 절연층과;

상기 제 1 절연층과 일정간격 중첩되며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 연

결되는 제 1 보조 공통배선 물질층과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 제 1 절연층을 경계부로

하여 상기 제 1 절연층과 중첩되는 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층 영역을 노출시키는 범위에 형

성되며, 저항값이 높은 유기 절연물질로 이루어진 제 2 절연층과;

상기 제 2 절연층 상부에서, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인 출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물

질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극과;

상기 제 2 절연층 상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보

조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과;

상기 제 1 기판과 대향되게 배치된 제 2 기판과;
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상기 제 2 기판 내부면에서, 상기 화소 영역을 오픈부로 하는 블랙매트릭스와;

상기 오픈부 영역에서, 상기 블랙매트릭스를 컬러별 경계부로 하여 형성된 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구

조의 컬러필터층과;

상기 제 1, 2 기판 사이에 개재된 액정층

을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 액정층은 상기 공통 전극과

화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 2.
제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과;

상기 제 1 방향으로, 상기 게이트 배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과;

상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이트 전극과, 상기 데

이터 배선에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으로 이루어진 박막트

랜지스터와;

상기 드레인 전극을 노출시키는 범위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 영

역과, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 범위에서 상기 공통 배선과 일부 중첩되게 형성된 블랙매트릭스와;

상기 블랙매트릭스와 일정간격 중첩되며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 

연결되는 제 1 보조 공통배선 물질층과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 영역으로 정의된 화소 영역에 상기 블랙매트릭스를 컬러별 경계부로 하

며, 상기 블랙매트릭스와 중첩되는 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층 영역을 노출시키는 범위에 형

성되며, 상기 화소 영역별로 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구조로 이루어진 컬러필터층과;

상기 컬러필터층 상부에서, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물질

층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극과;

상기 컬러필터층 상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보

조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과;

상기 제 1 기판과 대향되게 배치된 제 2 기판과;

상기 제 1, 2 기판 사이에 개재된 액정층

을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 액정층은 상기 공통 전극과

화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 3.
제 1 기판 상에, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과;

상기 제 1 방향으로, 상기 게이트 배선과 이격되게 위치하는 공통 배선과;

상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 위치하며, 상기 게이트 배선에서 분기된 게이트 전극과, 상기 데

이터 배선에서 분기된 소스 전극과, 상기 소스 전극과 일정간격 이격되게 위치하는 드레인 전극으로 이루어진 박막트

랜지스터와;

상기 드레인 전극 및 공통 배선을 일부 노출시키는 영역에 형성된 제 1 절연층과;
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상기 제 1 절연층과 일정간격 중첩되며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공통 배선과 연

결되는 제 1 보조 공통배선 물질층과;

상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 노출시키는 범위에서, 상기 제 1 절연층과 이웃하는 영역

에 형성된 제 2 절연층과;

상기 제 2 절연층을 덮는 영역에서, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 인출

배선 물질층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극과;

상기 제 2 절연층을 덮는 영역에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 

제 2 보조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극과;

상기 제 1 기판과 대향되게 배치된 제 2 기판과;

상기 제 1, 2 기판 사이에 개재된 액정층

을 포함하며, 상기 공통 전극 및 화소 전극은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 액정층은 상기 공통 전극과

화소 전극 간에 발생되는 수평전계에 의해 구동되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 게이트 배선 및 공통 배선을 직접적으

로 덮는 영역에는, 상기 제 1 절연층과 공통배선 콘택홀을 공통적으로 가지는 게이트 절연막이 형성되는 횡전계형 액

정표시장치.

청구항 5.
제 2 항에 있어서,

상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 게이트 배선 및 공통 배선을 직접적으

로 덮는 영역에는, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀을 가지는 게이트 절연막이 형성되는 횡전계형

액정표시장치.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 제 1 절연층은, 상기 게이트 절연막의 공통배선 콘택홀을 노출시키는 범위에서 형성되는 횡전계형 액정표시장

치.

청구항 7.
제 3 항에 있어서,

상기 게이트 배선 및 공통 배선은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 상기 게이트 배선 및 공통 배선을 덮는 영

역에는, 상기 제 1 절연층과 공통적으로 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘택홀을 가지는 게이트 절연막

이 형성되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 8.
제 4 항 또는 제 5 항 또는 제 7 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에는 액티브층, 오믹콘 택층이 차례대로 적층된 구조의 반도체층

이 위치하고, 상기 반도체층은, 상기 소스 전극 및 드레인 전극의 하부층에 위치하여, 상기 소스 전극 및 드레인 전극

과 대응된 패턴 구조로 이루어지고, 상기 반도체층은 데이터 배선과 대응된 패턴 구조로 이루어지는 반도체 물질층과

일체형 패턴으로 이루어진 횡전계형 액정표시장치.

청구항 9.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
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상기 제 1 절연층은 비유전상수값이 최대 11.0인 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 10.
제 9 항에 있어서,

상기 제 1 절연층을 이루는 물질은, 실리콘 질화막(SiNx), BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어

느 하나에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 11.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 이루는 물질은, 저항값이 최대 1×10 6 Ω인 물질에서 선

택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 12.
제 11 항에 있어서,

상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 이루는 물질은, 구리(Cu), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 티탄

(Ti), 탄탈(Ta), 텅스텐(W), ITO 또는 이들의 합금 물질인 AlTa, AlSi, AlTi, AlNd, CuCr, CuMg, MoW, MoTa 중 어

느 하나에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 13.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층은 각각 아일랜드 패턴(island pattern) 구조로 이루어지는 

횡전계형 액정표시장치.

청구항 14.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, 저항값이 최소 1×10 11 Ω·㎝인 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 15.
제 14 항에 있어서,

상기 제 2 절연층을 이루는 물질은 BCB인 횡전계형 액정표시장치.

청구항 16.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 2 인출배선 물질층 및 화소 전극과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층 및 공통 전극을 이루는 물질은 투명 도전

성 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 17.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스와 중첩되는 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층 영역은, 상기 블랙매트릭스 상부 

표면으로 연장형성된 영역인 횡전계형 액정표시장치.

청구항 18.
제 1 항 또는 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 데이터 배선과 인접하게 위치하는 전극은 공통 전극이고, 상기 다수 개의 공통 전극 중 화소 영역별로 양측에 위

치하는 공통 전극은 이웃하는 데이터 배 선과 일정간격 중첩되게 배치되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 19.
제 2 항에 있어서,
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상기 데이터 배선과 인접하게 위치하는 전극은 공통 전극이고, 상기 블랙매트릭스는 인접하게 위치하는 공통 전극과 

일정간격 중첩되게 위치하는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 20.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 인출배선 물질층은, 상기 드레인 전극과 측면 접촉 방식에 의해 전기적으로 연결되는 횡전계형 액정표시장

치.

청구항 21.
기판 상에 제 1 방향으로, 게이트 전극을 가지는 게이트 배선과, 공통 배선을 각각 형성하는 단계와;

상기 게이트 배선, 게이트 전극, 공통 배선을 덮는 영역에 게이트 절연막을 형성하는 단계와;

상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에 반도체층을 형성하는 단계와;

상기 반도체층 상부에 서로 이격되게 위치하는 소스 전극 및 드레인 전극과, 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으

로 데이터 배선을 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극, 반도체층, 소스 전극, 드레인 전극은 박막트랜지스터를 이루고, 상기 드레인 전극을 노출시키는 범

위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 영역과, 상기 게이트 절연막과 함께 공

통 배선을 일부 노출시키는 공통 배선 콘택홀을 가지며, 저항값이 높은 절연물질로 이루어진 제 1 절연층을 형성하는 

단계와;

상기 제 1 절연층과 일부 중첩되는 영역에 위치하며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 공

통배선 콘택홀을 통해 공통 배선과 연결되는 제 1 보조 공통배선 물질층을 형성하는 단계와;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차 영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제

1 보조 공통배선 물질층을 노출시키는 범위에서 상기 제 1 절연층을 경계부로 하여 형성되고, 비저항값이 높은 유기 

절연물질로 이루어진 제 2 절연층을 형성하는 단계와;

상기 제 2 절연층 상부에, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물질

층에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극을 형성하는 단계와;

상기 제 2 절연층 상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보

조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극을 형성하는 단계

를 포함하며, 상기 화소 전극 및 공통 전극을 형성하는 단계는 동일 물질을 이용한 동일 단계인 횡전계형 액정표시장

치용 기판의 제조 방법.

청구항 22.
기판 상에 제 1 방향으로, 게이트 전극을 가지는 게이트 배선과, 공통 배선을 각각 형성하는 단계와;

상기 게이트 배선, 게이트 전극, 공통 배선을 덮는 영역에 위치하며, 상기 공통 배선을 일부 노출시키는 공통배선 콘

택홀을 가지는 게이트 절연막을 형성하는 단계와;

상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 영역에 반도체층을 형성하는 단계와;

상기 반도체층 상부에 서로 이격되게 위치하는 소스 전극 및 드레인 전극과, 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으

로 데이터 배선을 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극, 반도체층, 소스 전극, 드레인 전극은 박막트랜지스터를 이루고, 상기 드레인 전극을 노출시키는 범

위의 박막트랜지스터를 덮는 영역과, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선을 덮는 영역과, 상기 공통배선 콘택홀을 노출

시키는 범위에서 공통 배선과 일부 중첩되며, 저항값이 높은 절연물질로 이루어진 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 블랙매트릭스와 일부 중첩되는 영역에 위치하며, 상기 드레인 전극과 연결되는 제 1 인출배선 물질층 및 상기 

공통배선 콘택홀을 통해 공통 배선과 연결 되는 제 1 보조 공통배선 물질층을 형성하는 단계와;
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상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차 영역으로 정의되는 화소 영역에 위치하며, 상기 제 1 인출배선 물질층 및 제

1 보조 공통배선 물질층을 노출시키는 범위에서 상기 블랙매트릭스를 컬러별 경계부로 하여, 상기 화소 영역 단위로 

형성되는 적, 녹, 청 컬러필터가 차례대로 배열된 구조의 컬러필터층을 형성하는 단계와;

상기 컬러필터층 상부에, 상기 제 1 인출배선 물질층과 연결되는 제 2 인출배선 물질층과, 상기 제 2 인출배선 물질층

에서 제 2 방향으로 분기된 다수 개의 화소 전극을 형성하는 단계와;

상기 컬러필터층 상부에서, 상기 제 1 보조 공통배선 물질층과 연결되는 제 2 보조 공통배선 물질층과, 상기 제 2 보

조 공통배선 물질층에서 제 2 방향으로 상기 화소 전극과 엇갈리게 분기된 다수 개의 공통 전극을 형성하는 단계

를 포함하며, 상기 화소 전극 및 공통 전극을 형성하는 단계는 동일 물질을 이용한 동일 단계인 횡전계형 액정표시장

치용 기판의 제조 방법.

청구항 23.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 반도체층을 형성하는 단계와, 상기 소스 전극 및 드레인 전극, 데이터 배선을 형성하는 단계는 동일한 제조 공정

에서 대응되는 패턴 구조로 이루어지고, 상기 반도체층을 형성하는 단계에서는, 상기 데이터 배선과 대응된 패턴 구

조를 이 루는 반도체 물질층을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 반도체층과 반도체 물질층은 일체형 패턴인 횡전계형

액정표시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 24.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 절연층은 비유전상수값이 최대 11.0인 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 25.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 인출배선 물질층 및 제 1 보조 공통배선 물질층을 이루는 물질은, 저항값이 최대 1×10 6 Ω인 물질에서 선

택되는 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 26.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, 저항값이 최소 1×10 11 Ω·㎝인 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치용 

기판의 제조 방법.

청구항 27.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 2 인출배선 물질층 및 화소 전극과, 상기 제 2 보조 공통배선 물질층 및 공통 전극을 이루는 물질은 투명 도전

성 물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 28.
제 21 항에 있어서,

상기 공통배선 콘택홀은, 상기 게이트 절연막 및 제 1 절연층을 일괄식각하는 방법에 의해 형성되는 횡전계형 액정표

시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 29.
제 28 항에 있어서,

상기 식각 공정은 건식식각법에 의해 이루어지는 횡전계형 액정표시장치용 기판의 제조 방법.

청구항 30.
제 21 항 또는 제 22 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
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상기 제 1 인출배선 물질층, 상기 드레인 전극과 측면 접촉 방식에 의해 전기적으로 연결되는 횡전계형 액정표시장치

용 기판의 제조 방법.
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摘要(译)

在本发明中，面内切换模式LCD及其制造方法，用于防止开口率下降并
改善图像质量第二绝缘层，在形成岛状图案的区域中具有优异的平滑性
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